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III価の金属Mの酸化物M2O3は多種存在する。Fig. 1 にこれらの禁制帯幅とM-O ボンド長を示

す。結晶形は corundum、orthorhombic、bixbiteとまた多様である。中でも Ga2O3は禁制帯幅約 5 eV

のワイドギャップ半導体としての性質を持ち、深紫外光機能、高耐圧を活かす応用が期待される。 

Ga2O3はまた orthorhombic 構造の-Ga2O3基板が溶融法で育成できるという特徴を持つ。したが

って、将来低コストの大面積基板が見込めること、Ga2O3は GaN や SiC より禁制帯幅が広く絶縁

破壊電界が高いことが期待されることから、高耐圧パワーデバイスへの応用が注目され、-Ga2O3

基板上のホモエピ層を用いて、初期段階で優れた FET 特性が報告されている[1,2]。 

他方、Ga2O3は準安定状態として corundum 構造の-Ga2O3相が存在し、サファイア(-Al2O3)基

板上に domain matching epitaxyにより成膜する[3]。さらにバッファ層の利用によってサファイア

基板上に corundum構造の-In2O3も成膜できる[4]。このことから、Fig. 1の網掛け部分である四元

混晶-(Al,Ga,In)2O3による band gap engineering が可能と考えられる。これにより、各種ヘテロ構

造の作製とデバイス応用が期待される。われわれはこれまでに、-(Al,Ga)2O3 混晶および

-(In,Ga)2O3混晶の組成制御と試み、前者は bowingがほとんどない band gap engineeringを行うこ

とができるのに対し[5]、後者は bowing が大きく In 組成 0.2~0.6 の間で相分離が生じるという

(In,Ga)N と類似の特性を示した。-Ga2O3はまた Sn等のドーピングで低抵抗 n型を示し[6]、初期

的な結果ながらショットキダイオード特性も報告されている[7]。また、corundum構造の遷移金属

酸化物との混晶化により、半導体機能に磁気機能を融合させるといった試みも可能である[8]。 

Ga2O3の大きなバンドギャップを活かしたデバイス応用に向けた研究は challenging なものであ

るが、未知の特性が多いだけに革新的な成果につ

ながる魅力を秘めていると言えよう。 
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Fig. 1  A variety of metal (III) oxides with 

chemical composition of M2O3 (M=metal). 
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